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グラフェンは優れた光電物性に加え、短チャネル効果の抑制などデバイス応用に適し

た性質を有する。そのため、例えば、未踏の周波数領域であるテラヘルツ（THz）帯で

動作するレーザーへの応用が考えられている。このレーザー応用においては、単層グラ

フェンを用いた単純なデバイス構造では十分な利

得が得られないという問題点があった。しかし、最

近、グラフェンをマイクロリボン化させることによ

り、レーザー利得を最大で104倍増大させることが

可能であることが理論的に示唆されている[1]。こ

のように、グラフェンのマイクロリボン構造(図1)

におけるキャリア・ダイナミクスを調べることは、

基礎的にも応用的にも重要な課題である。 

ゆえに、我々は、BL25SUに設置されている時間

分解PEEMを用いて、グラフェン・マイクロリボン

におけるキャリア・ダイナミクスをナノスケールで

観察した。この観察においては、ポンプとして1.5eV

のフェムト秒レーザー光、プローブとしてパルス化

された放射光を用いた（時間幅：40 ps）。 

グラフェンが露出している領域と SiC が露出して

いる領域の時間分解顕微 Si-K 吸収スペクトル

(-Si-K XAS)（図 2）の差分を図 3 に示す。この差

分スペクトルは時間と共に変化することが見てとれ

る。 

-Si-K XAS において、グラフェン領域と SiC 領

域からのスペクトルの違いは、SiC 表面と結合して

いるグラフェン前駆体(バッファー層)の有無である。

ゆえに、差分スペクトルの時間変化をもたらし得る

ものの一つとして、バッファ層中に存在するドナー

的な界面準位[2]とポンプ光により注入された電子

とのやり取りが挙げられる。 

現在、表面水平方向のグラフェンと SiC との界面

近傍での-Si-K XAS の時間変化について検討中で

ある。 
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図 1 マイクロリボン構造の模式図 

図 2 -Si-K XAS 及び PEEM像 

図 3 差分スペクトルの時間依存性。 


